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1. Омічні і бар'єрні контакти на основі диборидів титану і цирконію до нітридгалієвих мікрохвильових діодів.

2. Ohmic and barrier contacts based on titanium and zirconium borides to gallium nitride microwave diodes.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню процесів у багатошарових омічних і бар'єрних контактах до n-GaN, з
використанням боридів титану та цирконію як дифузійних бар'єрів, що відбуваються під дією активних
обробок. Встановлено, що омічні контакти Ti-Al-TiBx-Au та бар'єрні Ti(Zr)Bx-Au до n-GaN зберігають
структуру і електрофізичні параметри до температури відпалу 900°С дози гама-опромінення 10^6 Гр. Під
дією гама-опромінення 60Со до дози 10^4 Гр спостерігається структурно-домішкове впорядкування на межі
поділу фаз контактної металізації, внаслідок чого зменшується питомий контактний опір в омічних
контактах і надлишкові струми витоку в бар'єрних. Виявлено, що в діапазоні температур 270-380 К для
контакту Au-TiBx-Al-Ti n-GaN характерний металічний механізм струмопереносу по шунтах, що під дією
НВЧ обробки переходить до польового. Показано, що для бар'єрного контакту Au-TiBx-n-GaN характерним є
тунельний механізм струмопереносу по дислокаційній лінії.



2. The thesis deals with investigation of processes occurring in multilayer ohmic and barrier contacts to n-GaN,
with titanium and zirconium borides as diffusion barriers, subjected to active treatments. It is determined that the
Ti-Al-TiBx-Au ohmic contacts and Ti(Zr)Bx-Au barrier contacts to n-GaN retain their structure and
electrophysical properties up to the annealing temperatures of 900°C and to the dose of gama-irradiation up to
10^6 Gy. Structural-impurity ordering is observed at the interface between the contact metallization phases
exposed to 60Со gama-irradiation (dose of 10^4 Gy). It manifests itself as decrease of contact resistivity and
excess leakage currents for the ohmic and barrier contacts, respectively. Metallic conductivity through shunts is
characteristic for the contact Au-TiBx-Al-Ti-n-GaN in the 270-380 K temperature range. Field emission becomes
typical mechanism of current transport for contacts subjected to microwave treatment. It is shown that the tunnel
mechanism of current transport through dislocation line is characteristic of the Au TiBx n-GaN barrier contact.
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